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Invertia se refet la energetica netraihnali si electrotehnia, Tn special, la dispozitivele semiconductoare de
conversie a radieei solare In energie electiigi poate fi utilizai n fabricarea celulei fotovoltaice, precumin
fabricarea dispozitivelor semiconductoare de tewmtper inalt.

Procedeul de fabricare a dispozitivului semiconducu jongiune p-n in relief include degresarea epitaxieiiunu
substrat, executat ca o pladin compus AB® de tip n sau p, dezorieniatristalografic, in solie organia si
corodarea lui, de exemplu, in s@u amoniacal. Dupi aceasta pe substrat se fornéeaz microstructut
tridimensional Tn relief cu dimensiuni de 303000 nm, de exemplu, prin corodare chiinia soldia acidi
selectid HCI:HNO;:H,O. Pe suprafele reliefate ale substratului se gteeprimul strat epitaxial, apoi se forméaz
jonctiunea p-n prin crgerea stratului al doilea epitaxial de tip opusruiui strat. Procedeul mai includednirarea
primului si celui de-al doilea straturi epitaxiale de pe ufia suprafgele substratului, de exemplu, pritefuire
mecanid, formarea contactelor electrice, de exemplu, pépunerea unui strat metalic pe supgafstratului al
doilea epitaxiaki pe suprafga slefuitd a substratuluisi decuparea gtii cu structura ofinuta in cristale.
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